Laboratorium Elementow Polprzewodnikowych

Sprawozdanie nr 5

Tematy 9. Charakterystyki 1 parametry tranzystorow JFET
¢wiczen: . )
10. Charakterystyki 1 parametry tranzystorow MISFET
Data wykonania ¢wiczenia
Grupa SZKOICNIOWA ...c.eveeiieiiiieiieciiecieeiieeciieies | eeeieeeciie ettt
Kolokwium Wykonanie
Skiad zespotu: wstepne ¢wiczenia
L e eneens | eteeteenteenteeneenas | eeeestesteeteenieens
e ettt ettt et sneenneenees | eereeenseenieeneestens | eeiteeteereeneenaeas
e ettt te e ae e steesnesneenteens | seeseessaesssessseenne | erreenseenseenneenneenns
Ao ettt enieenees | eereeenreenieeneeseees | esreere e enee s
S e ettt ae e stessreennesneens | ereesseeseeseesaeene | sereesseenseenneennaenns

.......................................................................................




Tabela 1. Pomiar charakterystyk przejsciowych tranzystora PNFET ....................

ID = f(ch) uva' UDS = const.

Ugs [V]

UDS(I) e S Ip [mA]
p |IN

Ugs [V]

UDS(Z) e S Io [mA]
p |mM

Tabela 2. Pomiar charakterystyk wyj$ciowych tranzystora PNFET .....................

Ip = f(Ups) przy Ugs = const.

Ups [V] Ip [mA] Ups [V] Ip [mA]




Tabela 3. Pomiar charakterystyk przejsciowych tranzystora MOSFET .....................

ID = f(ch) uva' UDS = const.
Ucs [V]
Upsay = coveenene I, [mA]
p |IN
Ucs [V]
Ups@) = ccveeveen. I, [mA]
p |mM

Tabela 4. Pomiar charakterystyk wyjsciowych tranzystora MOSFET
Ip = f(Ups) przy Ugs = const.

.......................

Ups [V]




Opracowanie wynikow.

1. Wykresli¢ zmierzone charakterystyki przej$sciowe 1 wyjsciowe badanych tranzystorow.

2. W oparciu o charakterystyki przejSciowe okresli¢ warto$ci napi¢¢ Up oraz Ur.

3. Na podstawie wykonanych charakterystyk obliczy¢ w wybranych punktach pracy (min. trzech)

parametry dynamiczne g, oraz ggs.

Do sprawozdania nalezy dotaczy¢ sporzadzone wykresy, przykladowe obliczenia
oraz wnioski.



